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(54) Title: METHOD FOR PERMANENTLY BONDING WAFERS BY A CONNECTING LAYER BY MEANS OF SOLID-
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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM PERMANENTEN BONDEN VON WAFERN DURCH EINE
VERBINDUNGSSCHICHT MITTELS FESTKORPERDIFFUSION ODER PHASENUMWANDLUNG

(57) Abstract: The present invention relates to a method for bonding a first solid substrate (1) to a second solid substrate (2), which
contains a first material, comprising the following steps, in particular with the following sequence: - forming or applying a functional
layer (5) containing a second material onto the second solid substrate (2), - making contact between the first solid substrate (1) and
the second solid substrate (2) at the functional layer (5), - pressing together the solid substrates (1, 2) to form a permanent bond
between the first and the second solid substrates (1, 2), at least partly reinforced by solid-state diffusion and/or phase transformation
of the first material with the second material, wherein an increase in volume is brought about at the functional layer (5). During
bonding, the solubility limit of the first material for the second material is not exceeded, or is only slightly exceeded, such that
precipitation of intermetallic phases is avoided to the greatest possible extent and, by contrast, the solid solution is formed. The first
material can be copper and the second material can be tin.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein verfahren zum Bonden eines ersten Festkérpersubstrats (1 ) mit einem eine erstes Material
enthaltenden zweiten Festkdrpersubstrat (2) mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: - Ausbildung oder
Aufbringung einer ein zweites Material enthaltenden Funktionsschicht (5) auf das zweite Festkorpersubstrat (2), - Kontaktieren
des ersten Festkorpersubstrats (1 ) mit dem zweiten Festkorpersubstrat (2) an der Funktionsschicht (5), - Zusammenpressen der
Festkorpersubstrate (1, 2) zur Ausbildung eines permanenten Bonds zwischen dem ersten und dem zweiten Festkdrpersubstrat (1,
2), zumindest teilweise verstidrkt durch Festkorperdiftusion und/oder Phasenumwandlung des ersten Materials mit dem zweiten
Material, wobei eine Volumenvergroferung an der Funktionsschicht (5) bewirkt wird. Wéhrend des Bondens wird die
Loslichkeitsgrenze des ersten Materials fiir das zweite Material nicht oder nur geringfiigig iberschritten, so dass Ausscheidung
von intermetallischen Phasen mdglichst weitgehend vermieden wird und dagegen Mischkristall ausgebildet wird. Das erste
Material kann Kupfer und das zweite Material kann Zinn sein.



